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1. Явища переносу і квантові розмірні ефекти в тонких плівках телуриду свинцю і вісмуту та структурах на їх
основі

2. Transport phenomena and quantum size effects in thin films of bismuth and lead telluride and structures on
their basis.

Реферат:
1. Об'єкт дослідження - квантові розмірні ефекти у явищах переносу в тонких плівках та тонкоплівкових
структурах. Мета дослідження - виявлення впливу квантових розмірних ефектів на кінетичні властивості
тонких плівок PbTe, Bi та гетероструктур PbTe/Bi шляхом дослідження явищ переносу в залежності від
товщини тонких шарів, температури, концентрації носіїв заряду. Результати, новізна: Встановлено, що
залежності кінетичних властивостей від товщини тонких плівок PbTe, Bi та від товщини шару Bi в
гетероструктурах слюда/PbTe/Bi/Al2O3 мають осцилюючий характер, що пов'язується із квантуванням
енергетичного спектру носіїв заряду. Встановлено, що із зменшенням товщини плівок Bi при d=25 нм має
місце перехід напівметал - напівпровідник та при зменшенні d у напівпровідниковій області ширина
забороненої зони зростає. Показано, що процеси окислення суттєво змінюють товщинні залежності



кінетичних властивостей тонких плівок PbTe без захисного покриття при кімнатній температурі.

2. The object of the research- quantum size effects in the transport phenomena of thin films and thin films
structures. The aim of the research: to study the influence of the quantum size effects on the kinetic properties of
PbTe and Bi thin films and PbTe/Bi heterostructures with the help of the research of the transport phenomena
depending on the thickness of the thin layers, temperature and charge carriers. The results of the research, the
novelty: The oscillatory character of the kinetic properties dependences on the thin PbTe, Bi films thickness and
on the Bi layer thickness in mica/PbTe/Bi/Al2O3 heterostructures, which was connected with the quantization of
charge carriers energy spectrum was established. It was established that the semimetal-semiconductor transition
take place and that in the semiconductor region the width of the energy gap increased with the thickness Bi films
decreasing up to d=25 nm. It was shown that the oxidation processes essentially changed the character of the
thicknessdependences of thin PbTe films without sheeting even at a room temperature.
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